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В настоящее время светоизлучающие диоды на основе гетероструктур 

InxGaN/GaN с множественными квантовыми ямами находят широкое при-

менения благодаря высокой излучательной эффективности, несмотря на 

огромное количество структурных дефектов в этих структурах. Экспери-

ментальные результаты [1] говорят о том, что механизм электролюминес-

ценции в этих структурах является результатом радиационной рекомбина-

ции в In обогащенных областях играющих роль квантовых точек (QD), 

сформированных в результате фазового разделения в InGaN квантовых 

ямах(QW) благодаря низкой смешиваемости InN в GaN. Это приводит к 

необходимости, при моделировании спектров электролюминесценции рас-

сматривать модель, состоящую из квантовых точек в квантовых ямах. 

Скорость спонтанного излучения, в которую вносят вклад QD и QW, опре-

деляется: 𝑟2𝑑
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лём и единицей, пропорциональный отношению площади квантовой ямы к 

общей площади. Скорость спонтанного излучения в квантовых точках[2]: 
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𝐺𝑠(𝐸 − 𝐸𝑖𝑗𝑠)𝑓𝑐(1 − 𝑓𝑣) 

Сумма вычисляется по всем возможным электронным и дырочным со-

стояниям и всем размерам точек. 𝑁𝑞𝑑(𝑠) − поверхностная плотность кван-

товых точек с размером s. Mb – матричный элемент. 𝑡𝑐𝑚𝑝𝑙  – толщина то-

чечно ямного комплекса. 𝐺𝑠(𝐸) – функция уширения Гаусса, учитывающая 

внутризонное и неоднородное уширение. 𝑓𝑐(𝐸𝑖,𝑠) – функция Ферми. Ско-

рость спонтанного излучения в квантовых ямах [3]: 
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𝐷(𝐸)- приведенная плотность состояний,  𝜌𝑖𝑗 - электронная плотность со-

стояний, |𝐻𝑖𝑗|
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– оптический матричный элемент.  


